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(57)摘要

本揭示公开一种薄膜晶体管液晶显示器，其

包含一第一基板。所述第一基板包含一显示区及

围绕所述显示区的一非显示区。所述显示区设有

一薄膜晶体管。所述非显示区设有一第一公共电

极、一连接垫及一弧形凸起。所述连接垫设置于

非显示区远离显示区的一侧，且设置于所述第一

公共电极上，用以连接于一公共电压产生电路。

所述弧形凸起设置于非显示区近显示区的一侧。

本揭示的薄膜晶体管液晶显示器藉由弧形凸起

的设置避免了在第一基板的显示区涂布配向液

时，配向液扩散到非显示区的连接垫而导致显示

异常。
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1.一种薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：其包含：

一第一基板，其包含一显示区及围绕所述显示区的一非显示区；

其中，所述显示区设有一薄膜晶体管，所述非显示区设有一第一公共电极、一连接垫及

一弧形凸起；且

其中，所述连接垫设置于非显示区远离显示区的一侧，且设置于所述第一公共电极上，

用以连接于一公共电压产生电路；以及所述弧形凸起设置于非显示区近显示区的一侧。

2.根据权利要求1所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：所述弧半径大于或等于

所述连接垫的宽度。

3.根据权利要求1所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：所述非显示区还设有一

电路，其电连接于所述薄膜晶体管与所述第一公共电极。

4.根据权利要求1所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：所述薄膜晶体管包含一

栅电极层、一绝缘层、一有源层及一源漏极层，所述弧形凸起为与所述薄膜晶体管中的一或

多层同材料的单层或多层结构。

5.根据权利要求1所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：所述弧形凸起为由一金

属材料、一绝缘材料、一有源材料或其组合所组成的单层或多层结构。

6.根据权利要求1所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：所述显示区还包含一平

坦层、一柱状光学间隙子、一黑色矩阵、一彩色滤光片或其组合，所述弧形凸起为与所述平

坦层、柱状光学间隙子、黑色矩阵及彩色滤光片中的一或多者同材料的单层或多层结构。

7.根据权利要求1所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：所述第一基板还包含一

配向膜，其仅覆盖所述显示区及所述显示区到所述弧形凸起邻近所述显示区的一侧的区

域。

8.根据权利要求1所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：其还包含：

一框胶，从所述弧形凸起远离所述显示区的一侧覆盖到非显示区的外侧；

一第二基板，其包含一第二公共电极，且其藉由所述框胶与所述第一基板对盒设置；以

及

一导电粒子，设置在所述第一基板的连接垫上，且与所述第二公共电极电连接。

9.根据权利要求8所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：所述框胶掺有数个第一

球状隔垫物，用于保持盒厚。

10.根据权利要求8所述的薄膜晶体管液晶显示器，其特征在于：所述显示区设有数个

第二球状隔垫物，其在所述第一基板及第二基板对盒后与所述第一基板及第二基板接触，

用于保持盒厚。
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薄膜晶体管液晶显示器

技术领域

[0001] 本揭示涉及薄膜晶体管液晶显示器(thin-film  transistor  liquid-crystal 

display，TFT-LCD)技术领域，特别是涉及一种薄膜晶体管液晶显示器。

背景技术

[0002] 在现成的薄膜晶体管液晶显示器制程中，为使液晶(liquid  crystal)在彩色滤光

片(color  filter，CF)基板与薄膜晶体管(thin  film  transistor，TFT)阵列基板间的排列

方向一致，会在CF基板及TFT阵列基板对盒前，将配向液涂布在CF基板及TFT阵列基板面向

液晶的表面上并进行配向以形成配向膜。喷印(inkjet  printing)是印刷配向液的常用工

艺，具有印刷效率高及配向液利用率高等优点。然而喷印时，配向液会自由扩散而形成一不

规则边缘区域。此不规则边缘区域中的配向液厚度不均，因而需要将不规则边缘区域尽量

外扩来降低平均厚度以避免影响盒厚(cell  gap)的均一性。一般而言，不规则边缘区域需

扩散至距显示区(active  area)边缘1.2-2.4mm处，才不会影响盒厚的均一性。因此，对于边

框(非显示区)宽度小于2.4mm的窄边框产品，在TFT阵列基板的显示区喷印配向液时，配向

液易扩散到设置于非显示区的连接垫(transfer  pad)。因配向液具有绝缘性，当配向液覆

盖连接垫时，会导致连接垫与导电粒子导通不良，使得TFT阵列基板上的信号无法经由连接

垫及导电粒子导通至CF基板的公共电极，进而造成显示异常。

发明内容

[0003] 为了解决上述配向液易扩散到连接垫的技术问题，本揭示公开一种薄膜晶体管液

晶显示器，其包含一第一基板。所述第一基板包含一显示区及围绕所述显示区的一非显示

区。所述显示区设有一薄膜晶体管。所述非显示区设有一第一公共电极、一连接垫及一弧形

凸起。所述连接垫设置于非显示区远离显示区的一侧，且设置于所述第一公共电极上，用以

连接于一公共电压产生电路。所述弧形凸起设置于非显示区近显示区的一侧。

[0004] 在一实施例中，所述弧半径大于或等于所述连接垫的宽度。

[0005] 在一实施例中，所述非显示区还设有一电路，其电连接所述薄膜晶体管与所述第

一公共电极。

[0006] 在一实施例中，所述薄膜晶体管包含一栅电极层、一绝缘层、一有源层及一源漏极

层。所述弧形凸起为与所述薄膜晶体管中的一或多层同材料的单层或多层结构。

[0007] 在一实施例中，所述弧形凸起为由一金属材料、一绝缘材料、一有源材料或其组合

所组成的单层或多层结构。

[0008] 在一实施例中，所述显示区还包含一平坦层、一柱状光学间隙子、一黑色矩阵、一

彩色滤光片或其组合。所述弧形凸起为与所述平坦层、柱状光学间隙子、黑色矩阵及彩色滤

光片中的一或多者同材料的单层或多层结构。

[0009] 在一实施例中，所述第一基板还包含一配向膜。所述配向膜仅覆盖所述显示区及

所述显示区到所述弧形凸起邻近所述显示区的一侧的区域。
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[0010] 在一实施例中，所述薄膜晶体管液晶显示器还包含一框胶、一第二基板及一导电

粒子。所述框胶从所述弧形凸起远离所述显示区的一侧覆盖到非显示区的外侧。所述第二

基板包含一第二公共电极。所述第二基板藉由所述框胶与所述第一基板对盒设置。所述导

电粒子设置在所述第一基板的连接垫上，且与所述第二公共电极电连接。

[0011] 在一实施例中，所述框胶掺有数个第一球状隔垫物，用于保持盒厚。

[0012] 在一实施例中，所述显示区设有数个第二球状隔垫物。所述数个第二球状隔垫物

在所述第一基板及第二基板对盒后与所述第一基板及第二基板接触，用于保持盒厚。

[0013] 本揭示所提供的薄膜晶体管液晶显示器及其制造方法，在TFT阵列基板的非显示

区内于所述连接垫近显示区的一侧，即在配向液扩散到连接垫方向上，设置一弧形凸起且

其弧半径大于或等于所述连接垫的宽度，用以在TFT阵列基板的显示区涂布配向液时引导

配向液绕开连接垫流动，以避免配向液覆盖到非显示区的连接垫。因此，本揭示所提供的薄

膜晶体管液晶显示器及其制造方法可解决边框(非显示区)宽度小于2.4mm的窄边框产品在

喷印配向液于TFT阵列基板的显示区时，配向液易扩散到非显示区的连接垫上而导致连接

垫与导电粒子导通不良，进而造成显示异常的技术问题。再者，所述弧形凸起可随TFT阵列

基板中的一或多层膜层同时制成，而无需新增制程。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术

描述中所需要使用的附图作简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是发明的一些

实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附

图获得其他的附图。

[0015] 图1是本揭示实施例的薄膜晶体管液晶显示器的示意图。

[0016] 图2是本揭示实施例的薄膜晶体管液晶显示器的局部剖面图。

[0017] 图3是本揭示实施例的薄膜晶体管液晶显示器的制造方法的流程图。

具体实施方式

[0018] 请参阅图1及图2。本揭示所提供的薄膜晶体管液晶显示器100包含一TFT阵列基板

110、一CF基板120、液晶130、一框胶140及一导电粒子144。所述TFT阵列基板110包含一第一

玻璃基板10。所述第一玻璃基板10区分为一显示区112及围绕所述显示区112的一非显示区

114。所述第一玻璃基板10在所述显示区112上设有数个薄膜晶体管111。每一薄膜晶体管

111包含一栅电极层、一绝缘层、一有源层及一源漏极层。所述第一玻璃基板10在所述非显

示区114上设有一驱动电路层20、一第一公共电极(common  electrode)30、一连接垫116及

一弧形凸起118。所述驱动电路层20设置在所述第一玻璃基板10上。所述第一公共电极30设

置在所述驱动电路层20上。所述连接垫116设置于所述第一公共电极30上，用以连接于一公

共电压产生电路。所述驱动电路层30包含数个驱动电路，用以电连接所述薄膜晶体管111及

所述第一公共电极30。所述公共电压产生电路用于产生一公共电压。所述公共电压透过所

述连接垫116及所述第一公共电极30传送到所述驱动电路，使所述驱动电路产生驱动讯号

至所述薄膜晶体管111，以控制所述薄膜晶体管111的开关。所述弧形凸起118邻近所述连接

垫116近显示区112的一侧且其弧半径大于或等于所述连接垫116的宽度。所述弧形凸起118
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的高度可为2-4um，所述弧形凸起118的宽度可为5-50um，但不限于此，可依工艺精度制定。

所述弧形凸起118可为在制备所述薄膜晶体管111中的一或多层时藉由在相对应的光罩上

设计弧形凸起区域所制成的，使所述弧形凸起118具有与所述薄膜晶体管111中的一或多层

同材料的单层或多层结构，藉此减少生产成本。换句话说，所述弧形凸起118可由一金属材

料、一绝缘材料、一有源材料或其组合所组成的单层或多层结构。例如：所述弧形凸可为与

栅电极层同材料的单层结构，亦可为与有源层及源漏极层同材料的双层结构。

[0019] 在一实施例中，TFT阵列基板110还包括一平坦层(overcoat)，设置在显示区112

上，覆盖所述薄膜晶体管111。所述弧形凸起118的整体或一部分是与所述平坦层同材料。

[0020] 在一实施例中，所述CF基板120包含一第二玻璃基板121、一遮光层(即黑色矩阵

(black  matrix，BM))122、一彩色滤光膜层123、一保护层124及一第二公共电极125。所述遮

光层122是用于：(1)遮蔽彩色滤光膜层123以外的区域，以防止背光源漏光，进而提高薄膜

晶体管液晶显示器100的对比度(2)防止背光源透过彩色滤光膜层中相邻的红色、蓝色、绿

色光阻所产生的三原色的光发生混色，以提高薄膜晶体管液晶显示器100的色纯度，(3)防

止光造成TFT误动作及工作参数发生变化。所述遮光层122可为黑色树脂、单层铬(Cr)或双

层铬(Cr)/氧化铬(CrOx)。所述黑色树脂为掺有无机或有机的黑色颜料的树脂。无机黑色颜

料可为碳黑(carbon  black)、钛黑(titani  um  black)、二氧化锰或其组合，但不限于此。所

述彩色滤光膜层123包含红、蓝、绿三原色的光阻。红色、蓝色、绿色的光阻可为三角形配置、

正方形配置、线形配置或码赛克形配置。所述保护层124是用于防止彩色滤色膜层123上的

污染物进入液晶而引发误动作，以及对所述遮光层122及彩色滤色膜层123进行平坦化以方

便在其上面进一步制作所述第二公共电极125。所述保护层124可由诸如环氧树脂、压克力

树脂、聚亚酰胺树脂及聚乙烯醇树脂等高分子材料所制成。所述第二公共电极125为一由铟

锡氧化物组成的透明导电膜。

[0021] 在一实施例中，TFT阵列基板110可为一COA(CF  On  Array)型TFT阵列基板，即所述

彩色滤光膜层123是设置在TFT阵列基板110的显示区112上，且所述弧形凸起118的整体或

一部分是与所述彩色滤光膜层123同材料且在同时间制成。换句话说，所述弧形凸起118的

整体或一部分可由红色、蓝色或绿色的光阻所组成。

[0022] 在一实施例中，TFT阵列基板110可为一BOA(BM  On  Array)型TFT阵列基板，即所述

遮光层(即黑色矩阵(black  matrix，BM)125是设置在TFT阵列基板110上，且所述弧形凸起

118的整体或一部分是与所述遮光层同材料且在同时间制成。换句话说，所述弧形凸起118

的整体或一部分可由黑色树脂、单层铬(Cr)或双层铬(Cr)/氧化铬(CrOx)所组成。

[0023] 在一实施例中所述TFT阵列基板110及所述CF基板120是藉由所述框胶140对盒设

置。所述框胶140是涂布在所述TFT阵列基板110的非显示区114内弧形凸起118远离显示区

112的一侧。框胶140掺有数个第一球状隔垫物142，其具有相同的半径，用于保持盒厚的均

一性。所述导电粒子144设置在所述TFT阵列基板110的连接垫116上并与所述CF基板120的

第二公共电极125相接触，使得所述公共电压产生电路所产生的公共电压可透过所述连接

垫116及所述导电粒子144传送至所述CF基板120的第二公共电极125。换句话说，所述TFT阵

列基板110上的信号能经由所述连接垫116及所述导电粒子144导通至所述CF基板120。所述

导电粒子144可为表面均匀涂覆有一或多层金属的一微球。所述金属可为金、银、铜、锡或其

组合，但不限于此。所述微球可由二氧化硅或诸如塑料的聚合物所制成。所有导电粒子具有
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相同的半径，以保持盒厚的均一性。

[0024] 在一实施例中，所述液晶130设置在所述TFT阵列基板110的显示区112内、密封于

所述CF基板120及所述TFT阵列基板110间。所述液晶130可为向列型液晶、层列型液晶、胆固

醇型液晶或其组合。所述液晶130可掺有一旋光剂。所述TFT阵列基板110及所述CF基板120

相对的表面上另设有一配向膜150。所述配向膜是用于提供一个预倾角，以使所述液晶130

在所述CF基板120及所述TFT阵列基板110间的排列方向一致。所述配向膜150可为聚酰亚

胺。

[0025] 在一实施例中，为避免所述TFT阵列基板110及所述CF基板120间的距离(即盒厚)

因受压力而改变，在所述TFT阵列基板110的显示区112上散布有数个第二球状隔垫物160。

所述球状隔垫物160与所述TFT阵列基板110及所述CF基板120接触，从而保持盒厚。

[0026] 在一实施例中，TFT阵列基板110可为一POA(PS  on  Array)型TFT阵列基板，即将数

个柱状光学间隙子(photo  spacer，PS)设置在TFT阵列基板110的显示区上，以取代所述第

二球状隔垫物160，且所述弧形凸起118的整体或一部分是与所述柱状光学间隙子同材料且

在同时间制成。

[0027] 在一实施例中，所述弧形凸起118是与所述薄膜晶体管111中的一或多层，及/或所

述平坦层、所述柱状光学间隙子、所述黑色矩阵及彩色滤光片中的一或多者，以同材料在同

时间制成的多层结构。

[0028] 请参阅图1-3，其中图3是本揭示实施例的薄膜晶体管液晶显示器100的制造方法

的流程图。本揭示实施例的薄膜晶体管液晶显示器100的制造方法包含下列步骤。

[0029] 步骤S1：形成一TFT阵列基板110，其包含一第一玻璃基板10。所述第一玻璃基板10

区分为一显示区112及围绕所述显示区112的一非显示区114。所述第一玻璃基板10在所述

显示区112上设有数个薄膜晶体管111。每一薄膜晶体管111包含一栅电极层、一绝缘层、一

有源层及一源漏极层。所述第一玻璃基板10在所述非显示区114上设有一驱动电路层20、一

第一公共电极30、一连接垫116及一弧形凸起118。所述驱动电路层20设置在所述第一玻璃

基板10上。所述第一公共电极30设置在所述驱动电路层20上。所述连接垫116设置于所述第

一公共电极30上，用以连接于一公共电压产生电路。所述驱动电路层30包含数个驱动电路，

用以电连接所述薄膜晶体管111及所述第一公共电极30。所述公共电压产生电路用于产生

一公共电压。所述公共电压透过所述连接垫116及所述第一公共电极30传送到所述驱动电

路，使所述驱动电路产生驱动讯号至所述薄膜晶体管111，以控制所述薄膜晶体管111的开

关。所述弧形凸起118邻近所述连接垫116近显示区112的一侧且其弧半径大于或等于所述

连接垫116的宽度。所述弧形凸起118的高度可为2-4um，所述弧形凸起118的宽度可为5-

50um，但不限于此，可依工艺精度制定。所述弧形凸起118可为在制备所述薄膜晶体管111中

的一或多层时藉由在相对应的光罩上设计弧形凸起区域所制成的，使所述弧形凸起118具

有与所述薄膜晶体管111中的一或多层同材料的单层或多层结构阵列，藉此减少生产成本。

换句话说，所述弧形凸起118可由一金属材料、一绝缘材料、一有源材料或其组合所组成。例

如：在制备所述所述薄膜晶体管111阵列的栅电极层时，在相对应的光罩上于所述连接垫

116近显示区112的一侧设计一弧形凸起区域，再通过曝光及显影形成与栅电极层同材料及

同时制成的单层结构的弧形凸起118。换句话说，所述弧形凸起118可为由一金属材料所组

成的单层结构。又，例如：在制备所述薄膜晶体管111的有源层时，在相对应的光罩上设计一
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弧形凸起区域，再通过曝光及显影形成弧形凸起118的一部分，且在制备源漏极层时，在相

对应的光罩上设计一弧形凸起区域，再通过曝光及显影形成弧形凸起118的另一部分。藉此

形成具有与有源层及源漏极层同材料且同时间制成的双层结构的弧形凸起118。换句话说，

所述弧形凸起118可为由一金属材料及一有源材料所组成的双层结构。

[0030] 在一实施例中，TFT阵列基板110还包括一平坦层(overcoat)，设置显示112上，覆

盖所述薄膜晶体管111。在TFT阵列基板110上制备所述平坦层时，在相对应的光罩上于所述

连接垫116近显示区112的一侧设计一弧形凸起区域，再通过曝光及显影形成与所述平坦层

同材料的所述弧形凸起118整体，或是形成所述弧形凸起118的一部分，其它部份为与所述

薄膜晶体管111中的一或多层以同材料在同时间制成的单层或多层结构。

[0031] 步骤S2：形成一CF基板120，其包含一第二玻璃基板121、一遮光层(即黑色矩阵

(black  matrix，BM)122、一彩色滤光膜层123、一保护层(overcoat)124及一第二公共电极

(common  electrode)125。所述遮光层122是用于：(1)遮蔽彩色滤光膜层123以外的区域，以

防止背光源漏光，进而提高薄膜晶体管液晶显示器100的对比度(2)防止背光源透过彩色滤

光膜层中相邻的红色、蓝色、绿色光阻所产生的三原色的光发生混色，以提高薄膜晶体管液

晶显示器100的色纯度，(3)防止光造成TFT误动作及工作参数发生变化。所述遮光层122可

为黑色树脂、单层铬(Cr)或双层铬(Cr)/氧化铬(CrOx)。黑色树脂遮光层是将掺有无机或有

机的黑色颜料的树脂涂布于玻璃基板后，利用微影蚀刻技术(Photolithographic  Etching 

Pattern ,PEP)予以图案化形成矩阵图案。无机黑色颜料可为碳黑(carbon  black)、钛黑

(titanium  black)、二氧化锰或其组合，但不限于此。单层铬(Cr)或双层铬(Cr)/氧化铬

(CrOx)遮光层是将铬(Cr)及/或氧化铬(CrOx)溅镀于玻璃基板后，利用PEP技术予以图案化

而形成的。所述彩色滤光膜层123包含红、蓝、绿三原色的光阻。红色、蓝色、绿色的光阻可为

三角形配置、正方形配置、线形配置或码赛克形配置。所述彩色滤光膜层123可使用染色法、

蚀刻法、印刷法、干膜法或电着法制成，但不限于此。所述保护层124是用于防止彩色滤色膜

层123上的污染物进入液晶而引发误动作，以及对所述遮光层122及彩色滤色膜层123进行

平坦化以方便在其上面进一步制作所述第二公共电极125。所述保护层124可由诸如环氧树

脂、压克力树脂、聚亚酰胺树脂及聚乙烯醇树脂等高分子材料所制成。所述第二公共电极

125为一由铟锡氧化物组成的透明导电膜。可藉由溅射法(sputtering)将ITO镀于所述保护

层124上，以形成所述第二公共电极125。

[0032] 在一实施例中，TFT阵列基板110可为一COA(CF  On  Array)型TFT阵列基板，即所述

彩色滤光膜层123是设置在TFT阵列基板110的显示区112上。在TFT阵列基板110上制备所述

彩色滤光膜层123时，在相对应的光罩上于所述连接垫116近显示区112的一侧设计一弧形

凸起区域，再通过曝光及显影形成与所述彩色滤光膜层123同材料的所述弧形凸起118的整

体或一部分。换句话说，所述弧形凸起118的整体或一部分可由红色、蓝色或绿色的光阻所

组成。

[0033] 在一实施例中，TFT阵列基板110可为一BOA(BM  On  Array)型TFT阵列基板，即所述

遮光层(即黑色矩阵(black  matrix，BM))122是设置在TFT阵列基板110上。在TFT阵列基板

110上制备所述遮光层122时，在相对应的光罩上于所述连接垫116近显示区112的一侧设计

一弧形凸起区域，再通过曝光及显影形成与所述遮光层122同材料的所述弧形凸起118的整

体或一部分。换句话说，所述弧形凸起118的整体或一部分可由黑色树脂、单层铬(Cr)或双
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层铬(Cr)/氧化铬(CrOx)所组成。

[0034] 步骤S3：涂布一配向液在所述CF基板120及所述TFT阵列基板110的一表面上，再固

化以形成一配向膜(alignment  film)150并进行配向。在涂布配向液时，所述弧形凸起118

引导所述配向液绕开所述连接垫116流动。所述配向膜150是用于提供一个预倾角(pretilt 

angle)，以使液晶130在CF基板120及TFT阵列基板110间的排列方向一致。所述配向液可包

含聚酰胺酸、聚酰亚胺(Polyimide，PI)、聚酰亚胺-聚酰胺酸聚合物或其组合，以及DMA(N,

N–二甲基乙酰胺)和NMP(1–N–2甲基吡咯烷酮)等有机溶剂。所述配向液的涂布可藉由喷印

(inkjet  printing)来进行。所述配向液在涂布后，先藉由预烘烤(pre-bake)将有机溶剂挥

发，再藉由高温烘烤(post  bake)使聚酰胺酸、聚酰亚胺及/或聚酰亚胺-聚酰胺酸聚合物聚

合形成配向膜150。所述配向可使用定向摩擦配向技术进行，即：利用包覆着诸如棉布、尼龙

或聚脂类的绒毛布的滚筒刷磨(rubbing)配向膜150。

[0035] 步骤S4：涂布一框胶140在所述TFT阵列基板110的非显示区114上，但未涂布到所

述弧形凸起118。框胶140掺有数个第一球状隔垫物(ball  spacer)142，其具有相同的半径，

用于保持盒厚的均一性。

[0036] 步骤S5：以打点方式设置一导电粒子144在所述TFT阵列基板110的连接垫116上。

所述导电粒子144可为表面均匀涂覆有一或多层金属的一微球。所述金属可为金、银、铜、锡

或其组合，但不限于此。所述微球可由二氧化硅或诸如塑料的聚合物所制成。所有导电粒子

具有相同的半径，以保持盒厚的均一性。

[0037] 步骤S6：填充液晶130于所述TFT阵列基板110的显示区112内。所述液晶130可为向

列型液晶(nematic)、层列型液晶(smectic)、胆固醇型(cholesteric)液晶或其组合。所述

液晶130可掺有一旋光剂。所述填充是使用滴下式注入法(one  drop  filling，ODF)将液晶

滴在TFT阵列基板110的显示区112上。

[0038] 步骤S7：将所述CF基板120贴合至所述TFT阵列基板110，再以紫外线光照射使框腋

固化后，再进行热固化。藉此，使所述液晶130密封于所述TFT阵列基板110及所述CF基板120

间，并使所述第二公共电极125接触所述导电粒子144。所述公共电压产生电路所产生的公

共电压可透过所述连接垫116及所述导电粒子144传送至所述CF基板120的第二公共电极

125。换句话说，所述TFT阵列基板110上的信号能经由所述连接垫116及所述导电粒子144导

通至所述CF基板120。

[0039] 在一实施例中，为避免所述TFT阵列基板110及所述CF基板120间的距离(即盒厚)

因受压力而改变，而在步骤6滴入液晶前，先在在所述TFT阵列基板110的显示区112上散布

数个第二球状隔垫物160。所述第二球状隔垫物160可在所述TFT阵列基板110及所述CF基板

120对盒后与所述两基板110及120接触，从而保持盒厚。

[0040] 在一实施例中，TFT阵列基板110可为一POA(PS  on  Array)型TFT阵列基板，即将数

个柱状光学间隙子(photo  spacer，PS)设置在TFT阵列基板110的显示区上，以取代所述第

二球状隔垫物160。在TFT阵列基板110上制备所述柱状光学间隙子时，在相对应的光罩上于

所述连接垫116近显示区112的一侧设计一弧形凸起区域，再通过曝光及显影形成与所述柱

状光学间隙子同材料的所述弧形凸起118的整体或一部分。

[0041] 在一实施例中，所述弧形凸起118是与所述薄膜晶体管中的一或多层，及/或所述

平坦层、所述柱状光学间隙子、所述黑色矩阵及彩色滤光片中的一或多者，以同材料在同时
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间制成的多层结构。

[0042] 本揭示所提供的薄膜晶体管液晶显示器及其制造方法是根据诸如聚酰亚胺的配

向液在TFT阵列基板上扩散时有绕过TFT的圆形过孔(via  hole)的表面张力特性，在TFT阵

列基板的非显示区内于所述连接垫近显示区的一侧，即在配向液扩散到连接垫方向上，设

置一弧形凸起且其弧半径大于或等于所述连接垫的宽度，用以在TFT阵列基板的显示区涂

布配向液时引导配向液绕开连接垫流动，以避免配向液覆盖到非显示区的连接垫。因此，本

揭示所提供的薄膜晶体管液晶显示器及其制造方法可解决边框(非显示区)宽度小于2.4mm

的窄边框产品在喷印配向液于TFT阵列基板的显示区时，配向液易扩散到非显示区的连接

垫上而导致连接垫与导电粒子导通不良，进而造成显示异常的技术问题。再者，所述弧形凸

起可随TFT阵列基板中的一或多层同时制成，而无需新增制程。

[0043] 虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限制本发明，

本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润饰，因此本

发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
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